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　　NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
　尚，NUBICベンチャークラブ特別会員，一般会員にはすでにお知らせしています。
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NUBIC知的財産情報開示

半導体素子の薄膜製造方法表　　　題

電気・電子 半導体素子 ＵＬＳＩ技術分野

半導体素子（ULSI　uｌtra-large-scale-integration）, 情報通信機器適応製品

　携帯電話やパソコン等の情報通信分野における機器の軽量化，小型化，高速化，大容量化
のニーズによるＳｉ高集積化素子の集積度の向上は著しく，トランジスタ部のゲート絶縁膜の薄
膜化により，新奇な機能材料が求められている。本発明は、この課題の解決方法を提供する。

目　　　的

　Ｓｉ集積回路のトランジスタ部のゲート絶縁膜に，SiO２　及びAl２O３の二重構造の薄膜を熱酸化
法で形成することを特徴とする。
　自然酸化膜を除去した状態で，Al原子を添加したRCAアルカリ洗浄でSiウェーハを処理し，
熱酸化する。AlはAl２O３となって，SiO２と２層構造を形成する。Al２O５の比誘電率はSiO２より高
いので，より高性能のゲート酸化膜が作製可能である。

技術概要
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